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本研究の目的は，新たに開発した高密度収束プラズ

マスパッタリング装置を用いて，液体ガリウム(Ga)
ターゲットを高密度プラズマでスパッタリングするこ

とで窒化ガリウム(GaN)膜を成膜し，本装置の GaN成
膜特性を明らかにすることである 1)． 
本研究では，窒素-アルゴン混合ガス中の窒素ガス流
量比に注目し，堆積膜の X線回折パターンをはじめと
した解析を実施し，窒素ガス流量比の GaN薄膜の c軸
配向度に及ぼす影響について調べたので報告する． 
本装置は，外部磁場によるプラズマ収束によりター

ゲット表面近傍でプラズマ密度を高めることが可能な

構造を持っている．また本装置は，液体 Ga を保持で
きるターゲットホルダおよびターゲット表面状態に放

電状態が依存しないようにするためにプラズマ源と

ターゲットバイアス電圧を個別に制御可能な構造を

持っている．これらの構造により，ターゲット材料の

相状態や磁性に依存せずスパッタ成膜が可能になる
1,2)．本研究では，非加熱ガラス基板を用いて，窒素ガ

ス流量比，ターゲット流入電流，ガス圧力，ターゲッ

ト基板間距離に対する結晶配向度の変化を効率的に調

べるために，直交表を用いて GaN成膜特性を調べた． 
窒素ガス流量比 RN2 = 75,80,100%，ターゲット流入
電流 35,45,55 mA，窒素ガス圧力 0.1,0.15,0.2 Pa，ター
ゲット基板間距離 45,55,63 mm の条件で L9 直交表を
用いて実験を行い，その結果として得られた RN2を変
化させた際の逆格子マップを図 1に示す．図 1(a)は無
配向膜，(b)は多結晶膜を示していることに対し，(c)は
ウルツ鉱構造の GaN(0002)および(0004)の回折位置に
強度の大きい X線回折ピークが生じており，c軸配向

した GaN薄膜が得られていることが確認できた． 
高密度収束プラズマスパッタリング装置を用いて，

室温 GaNスパッタ成膜条件を変化させたところ，窒素
特に窒素-アルゴン混合ガス中の窒素ガス流量比が c
軸配向度に与える影響が大きく，本実験では，窒素ガ

ス 100% 導入時に，c 軸配向度が最も高くなるという
結果を得た．その他の実験条件に対する実験結果など

についての詳細は講演で述べる． 
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Fig. 1. 窒素ガス流量比 RN2 = 75, 80, 100%で成膜した
GaN薄膜の逆格子マップ． 
 


